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材料分析の手法の一つである X 線分光分析は、分析対象から発生する特性 X 線のエネルギー

を検出器で測定することで、分析対象に含まれる元素を同定する手法である。現在の X 線分光分

析には、主として半導体検出器(SDD)が用いられるが、SDD は軽元素の特性 X 線に対する分解能

が 48 eV@525 eV[1]程度であり、次世代半導体である SiC や GaN などの開発に必要な微量軽元

素の分析には不十分である。一方で、超伝導トンネル接合検出器 (STJ : Superconducting Tunnel 

Junction Detector)は 10 eV＠525eV[2]と高いエネルギー分解能を実現している。しかし、スペクト

ル上で広帯域に広がるノイズが様々な材料分析で障害となっている。我々は、このノイズ原因の

一つである基板から伝播するフォノン由来の基板ノイズに着目した。これまでに、その解決策と

して STJと基板の間に酸化膜などの Buffer層を配置することで、基板ノイズの低減が可能である

ことが報告されている[3]。しかし、酸化膜 Buffer層を用いた場合でも、約 400eV 以下の領域では

基板ノイズの影響を受けているため、さらなる微量軽元素分析の実現には基板ノイズのより一層

の軽減が重要となる。そこで、我々は Buffer

層の最適化を目指し、Buffer 材料と構造の探

索を行った。 

1 つのチップ上に STJ の動作温度である

0.3K 下で常伝導を示す Au 単層、Pd単層、Au

を多層化した Buffer層を有する STJ、および

Buffer 層を持たない STJ を作製した。Al-K𝛼

を用いて、Buffer 材料および構造がもたらす

基板ノイズへの影響を評価した。Fig.1 に各

Buffer 層を有する STJ を使用して測定した X

線スペクトルを示す。1000eV 以下の領域において、Pd の Buffer 層が高いノイズ低減効果を示す

ことが分かった。詳細については当日報告する。 
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Fig 1. X-ray Spectrum (Al-Kα) 
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